SY 192, SY 197 ver cio

Hersteller: VEB Mikroelektronik .Robert Harnau* GroBriaschen

Siliziwngleichrichierdioden

Die Typen SY 192 (TCGL 43347) und 5Y 197 (TGL 43349) sind Siliziumgleichrichterdioden, die im Ge=-
héuge H5, international des standardisierte lMetallschraubgehiuse I.Z.C., - AdM, sngeboten werden.
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Bauform H5 T8X, MAX. MaX.,  max. max. min. aW
TGL 200-8327 40 12,5 12,7 16,9 9,5 4,1 u6 17
Masse: 17 g

AnschluBbelegung: Katode am Gewindebolzen



Grenswerte _
Kurszeichen | SY 192 SY 197 Zinheit
Periodische Spitzensperr- i 100, 200, 400 100, 200, 400 v
spennung und Eioht- i RRH Eﬂu: B0OO, 1000 600, 800,
periodische Spitzensperr- Upsy 1200, 1400, 1600 1000
spennung
Hittlerer Durchlafstrom  F nl g A
(Sinushalbwellen) 45 2) 25 3) A
max. sullssige virtuelle jmax 175 150 %
Sperrachichitemperatur
Betriebstemperaturbereich 0; =55 see +125 %
Stolatrom Ipsu
t=10ms, Upy=0%¥
S =25% 550 280
4 = 150 % 450 250 ° A
A <100 %
E} a -
4. 0%
N - 95 %
Kennwerte
Durchlafspannung Up 144 M 1,4 2) v
bel IFI.Z
Q
"t = 25 °C
Periodischer Spitzensperrstrom II-:I;]I 5,0 3) 6,0 4) mA
1,0 9 2,0 %) o
Innerer Wirmewiderstand Repgo 1,0 1,0 K/
Sperrerholzeit b - 300 8) ns
1)
Im = 9“' A
2)
IHJ. a 20 A
D vy = U A =150 %
gy =g A =120 %
5) .
Up = Upmy o= 5%
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Bild 2:; Obere Werte der DurchlaBkennlinie Bild 3: Hichstzuldssiger DurchlaBstrommittel=
der 3Y 192 wert IF[M'} der SY 192 in Abhingigkeit
Pargmeter: Sperrschichitemperatur 1«5 von der Gehdusetemperatur iz bei sinus-
férmigen Stromverlauf
Parameter: StromflubBwinkel
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Bild 4: Hochetzuliéissiger Durchlafstrommittelwert Bild 5: Hichetzuldssiger DurchleBstrommittel-
I der SY 192 in Abhiingigkeit von der wert I der SY 192 in Adhlngig-
FLAV) F(AV)
Geh#usetemperatur "c bei rechteckftrmigem keit von der Umgebungstemperatur 6:

Stromverlauf
Parameter: StromfluBwinkel

bei sinuaftrmigem Stromverlauf
Voraussetzung: Kontage der Diode

§¥ 192 auf Kihlkirper Typ K 25, Ein-
baulage I

Ferameter: St{romflubwinkel
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Bild &: Hichetzuldssiger DurchlaBatrom= Bild 7: DurchlaBverlustleistung I‘an der Y 192

mittelwert IP{L‘F der 5Y 192 in in Abhingigkelt vom DurchlaBatrommittel-
Abhlingigkeit von der Umgebungs- wert IF{H' )
temperatur i: bel rechteck- Parameter: Formfektor (siehe Tabelle 1)

firmigem Stromverleufl
Vorasussetzung: liontage der Dlode
5Y 192 euf KuhlkErper Typ K 25,
Einbaulage I ;
Perameter: StromfluSwinkel
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Bild 8: Obere Werte der Durchlafkennlinie Bild 9: Hichstzulissiger Durchlafstrommittelwert
der 8¥ 197 IF{L‘H der 5Y 197 in Abhidngigkeit von der
Parameter: Sperrschichttemperatur -ﬁ Gehdusetemperatur ¢* bei sinusfirmigem
Stromverlauf

Ferameter; StromflubBwinkel
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2114 10: Hichstzul#ssiger DurchlafSstrommit- Bild 11: Hichstzullssiger Durchlafstrommittel-
. telwert I,y der SY 197 in Abhingig- wert Ip(yy) der SY 197 in Abhéingigkeit
keit von der Gehiusetemperatur -ﬂ bei von der Umgebungstemperatur i: bel sinus-
rechteckftirmigem Stromverlauf féirmigem Stroemverlauf
Parameter: StromfluSwinkel Voraussetzung: Montage der Diode SY 197

euf Kihlkdrper Typ K 25, Einbaulage I
Parameter: StromflubBwinkel

Fran |

Bild 12; Héchstzuldssiger DurchlaBstrommittel- Bild 13: Durchlabverlustleistung I‘r(”',]

wart I;i.[mrj der 5Y 197 in Abhiingigkeit der SY 197 in Abhiingigkeit vom Durch=
von der Unmgebungstemperatur #) bei recht- laSstrommittelwert I,y
eckftrmigem Stromverlauf Parameter: Formfaktor (siehe Tabelle 1)

Voraussetzung: Montage der Diode S5Y 197
auf Kihlktrper Typ K 25, Einbaulege I
Parameter: Stromflubwinkel
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Isbelle 1: Bestimmmg des Formfektors eaus der Schaltungsart und dem Stromverleuf

IMS effektiver DurchlaBstrom
P = Pormfektor = Toay | mittlerer DurchlaBstrom
Stromert 3 Schalt sktor
Sinus o
(beidseitig angeschnitten) f= 180 E; M; B 1,57
DB; 5; DSs 1,73
ns 2,45
-
g E m w2, oo
rechteck . ;
(beidseitiz angeschnitten) £= 180 E; M; B 1,41
. v=120%  DB; 5; DS 1,73
f_- 'E'U e Ds 2.45

)

O et

Gleichstrom DC r= 360 ° 1
Legende: E = Einwegschaltung
L = Mittel punktachal tung
B = Briickenschaltung
IB = Drehatrombrickenschal tung =
5 = Sternschel tung
DS = Doppelsternschal tung
D58 = Doppelsternachaltung mit Saugdrosael

lont eise

Beim Einbau der Bauelemente ist auf eine m¥zlichst geringe mechenische und thermische Beleatung der
Anschllisse zu achten.

Bel der HMontage auf Kilhlktrpern ist eine Wirmeleitpeste ensuwenden, die hauchdiinn zwischen den
Kontaktfléchen aufzutragen ist. Bei der Defestigung sind die maximal zullssigen Montagedrehmomente
nicht zu iberschreiten, da es ensonsten zu einer Bauelementeschiidigung kommt.

Meximal zullssiges Anzugadrehmoment GehHusebauform H5 = 2.5 Nm.

h“mm
oder

mhhﬂh-ﬁﬂ

schan Fortachritts sind vorbehalten.
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